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MOTTO 
 

 

 

Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi 

semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. 

(QS. Al-Jatsiyah:13)
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*)  Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. Al-Hadi: Al Qur’an Terjemah Per Kata Latin dan Kode Tajwid. 

Jakarta: Penerbit Satu Warna. 
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RINGKASAN 

 

Simulasi Pengaruh Panjang Gelombang Foton Datang terhadap Karakteristik  I-V 

Dioda Sel Surya menggunakan Metode Elemen Hingga; Fitriana, 101810201006; 

2014: 69 halaman; Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Jember. 

Sel surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat 

mengkonversi secara langsung energi matahari yang diterimanya menjadi energi listrik. 

Divais sel surya dapat berupa dioda (persambungan p-n) yang terdiri atas 

semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n. Salah satu parameter penting dalam 

pembentukan arus listrik pada sel surya adalah sinar matahari. Sinar matahari terdiri 

atas foton-foton dengan berbagai macam panjang gelombang yang jika menumbuk 

permukaan sel surya akan dikonversi menjadi energi listrik oleh sel surya tersebut. Hal 

ini berarti panjang gelombang foton datang mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan arus pada sel surya, karena itu dalam penelitian ini panjang gelombang 

foton datang menjadi fokus dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 

simulasi profil distribusi konsentrasi pembawa muatan dan karakteristik I-V (arus-

tegangan) dari dioda sel surya berbasis silikon untuk berbagai variasi panjang 

gelombang foton datang yang diterima oleh sel surya tersebut. Berdasarkan hasil 

simulasi yang didapatkan, telah dianalisis pengaruh panjang gelombang foton datang 

terhadap karakteristik I-V sel surya.  

Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan simulasi. Pada tahap 

pertama dilakukan entry data yang berupa parameter dioda silikon, geometri dioda, 

panjang gelombang foton datang () dan tegangan keluaran sel surya (V). Geometri 

dioda yang akan disimulasikan karakteristik I-V  nya pada penelitian ini memiliki lebar 

5 m dan panjang 7 m. Metode yang digunakan adalah metode elemen hingga 



 
 

viii 
 

sehingga geometri dioda tersebut dibagi-bagi menjadi elemen-elemen yang lebih kecil 

yang disebut dengan mesh. Data-data yang telah di entry kemudian digunakan untuk 

pengaturan kondisi batas dan penyelesaian persamaan Poisson dan kontinuitas. Pada 

tahapan ini dihasilkan grafik profil distribusi konsentrasi elektron dan hole. Tahap 

kedua adalah pembuatan grafik karakteristik I-V yang memerlukan variasi tegangan 

keluaran (V). Tegangan keluaran divariasi dari 0 volt sampai dengan 0,4 volt. Pada 

tahap ketiga, dilakukan kegiatan simulasi untuk mengetahui pengaruh panjang 

gelombang foton datang terhadap karakteristik I-V dioda sel surya dengan melakukan 

variasi panjang gelombang foton datang. Panjang gelombang foton datang yang 

digunakan pada kegiatan simulasi adalah dari 0,5 m sampai 1,1 m dengan rentang  

0,1 m. Tahapan ini menghasilkan grafik karakteristik I-V untuk beberapa variasi 

panjang gelombang.  

Hasil simulasi variasi panjang gelombang dari 0,5 m sampai dengan 1,1 m 

diketahui bahwa konsentrasi pembawa muatan (elektron dan hole) tertinggi didapatkan 

ketika panjang gelombang foton datang 0,5 m, konsentrasi pembawa muatan tersebut 

terus menurun ketika panjang gelombang foton datang semakin besar hingga didapatkan 

konsentrasi pembawa muatan yang terendah yaitu pada panjang gelombang 1,1 m. 

Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa ketika panjang gelombang foton datang 

ditingkatkan dari 0,5 m sampai 1,1 m, nilai rapat arus hubung singkat (Jsc) tertinggi 

(0,0556 mA/m) didapatkan ketika panjang gelombang foton datang 0,5 m dan terus 

menurun hingga didapatkan nilai Jsc terendah yaitu ketika panjang gelombang foton 

datang 1,1 m. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan panjang gelombang foton datang 

dari 0,5 m sampai 1,1 m menyebabkan penurunan rapat arus hubung singkat (Jsc). 

Peningkatan panjang gelombang foton datang dari 0,5 m sampai 1,1 m tidak 

mempengaruhi nilai tegangan hubungan terbuka (Voc), hal ini terlihat dari nilai Voc yang 

selalu tetap 0,4 volt meskipun panjang gelombang foton datang divariasi dari 0,5 m 

sampai 1,1 m. 
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